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題

名 
誤記訂正通知 RA0E1 ユーザーズマニュアル Rev.1.00 の記載変更 情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

RA0E1 グループ 

対象ロット等 

関連資料 
RA0E1 グループユーザーズマニュアル ハー

ドウエア編 Rev.1.00 (R01UH1040JJ0100) 
全て 

RA0E1 ユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev.1.00 (R01UH1040JJ0100) において、下記訂正がございます。 

今回通知する訂正内容 

訂正箇所 該当ページ 内容 本通知での

該当ページ 

表 5.5 リセット発生時のLOCO の状態 p.60 誤記訂正 p.2

図 9.1 低消費電力モードの遷移 p.106 誤記訂正 p.3

表 11.1 ICUの仕様 p.125 誤記訂正 p.4, p.5

13.2 使用上の注意事項 p.154 誤記訂正 p.6

17.1 概要 p.209 誤記訂正 p.7, p.8

21.3.22 SO1：シリアル出力レジスタ1 p.363 誤記訂正 p.9, p.10

25.2.3 ADM2：A/D コンバータモードレジスタ2 p.575 誤記訂正 p.11

25.2.6 ADS：アナログ入力チャネル指定レジスタ p.579 誤記訂正 p.12

図 25.13 ソフトウェアトリガ待機モード（選択モード、ワンシ

ョット変換モード）動作タイミングの例 
p.588 誤記訂正 p.13

25.7 スヌーズモード機能 p.604 誤記訂正 p.14

25.7.1 ソフトウェアトリガの入力によるA/D 変換 p.605, p.606 誤記訂正 p.15, p.16

図 25.25 ハードウェアトリガ待機モードでスヌーズモードを使

用するときのブロック図 
p.607 誤記訂正 p.17

表 28.5 スタートアップ領域選択およびセキュリティ設定のエク

ストラビットのマッピング（アドレス (P/E)：0x0000_0010）
p.634 誤記訂正 p.18

表 28.6 アクセスウィンドウ情報プログラムのエクストラビット

のマッピング（アドレス (P/E): 0x0000_0010） 
p.634 誤記訂正 p.19

28.3.25 PNRn：型名レジスタn (n = 0～3) p.642 誤記訂正 p.20, p.21

表 28.15 基本機能 p.645 誤記訂正 p.22

29 真性乱数生成器 (TRNG) p.666 誤記訂正 p.23

表 31.1 絶対最大定格 p.668 誤記訂正 p.24, p.25

表 31.11 I/O その他の特性 p.674, p.675 誤記訂正 p.26, p.27

表 31.12 動作電流とスタンバイ電流 (1) (2/2) p.677 誤記訂正 p.28, p.29

表 31.16 リセットタイミング (2/2) p.684 誤記訂正 p.30

図 31.11 リセット入力タイミング (2) p.684 誤記訂正 p.31

表 31.46 LVD1 特性 (2/2) p.719 誤記訂正 p.32

ドキュメント改善計画 

本訂正内容については、次回ユーザーズマニュアル改版時に修正を行います。 
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修正前：表 5.5 リセット発生時の LOCO の状態 (p.60) 

修正後：表 5.5 リセット発生時の LOCO の状態 

表 5.5 リセット発生時の LOCO の状態 

リセット要因 

POR/LVD0/LVD1 その他 

LOCO 有効／無効 初期化（有効） 

表 5.5 リセット発生時の LOCO の状態 

リセット要因 

POR/LVD0/LVD1 その他 

LOCO 有効／無効 初期化（無効） 

ただし、IWDT 動作時、LOCO クロックはLCSTP の値にかかわらず発振します。 
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修正前：図 9.1 低消費電力モードの遷移 (p.106) 

修正後：図 9.1 低消費電力モードの遷移 
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修正前：表 11.1 ICU の仕様 (p.125) 

11. 割り込みコントローラユニット (ICU)

11.1 概要

割り込みコントローラユニット (ICU) は、ネスト型ベクタ割り込みコントローラ (NVIC) およびデータトランス
ファコントローラ (DTC) の両モジュールにどのイベント信号がリンクされるかを制御します。ICU はノンマス
カブル割り込みも制御します。 

表 11.1 に ICU の仕様、図 11.1 に ICU のブロック図、表 11.2 に ICU の入出力端子を示します。 

表 11.1 ICU の仕様 

項目 内容 

マスカブル
割り込み 

周辺機能割り込み ● 周辺モジュールからの割り込み
要因数：33

外部端子割り込み ● 割り込み検出：立ち下がりエッジ、立ち上がりエッジ、両エッジ。要因ごとに設定可能。

● 6 要因（IRQi 端子 (i = 0～5) からの割り込み）

CPU (NVIC) への割り込
み要求 

● 39 本の割り込み要求を NVIC に対して出力

DTC 制御 ● 割り込み要因によって DTC の起動が可能(注1) 

● 割り込み要因の選択方式は、NVIC への割り込み要求と同一

ノンマスカ
ブル割り込

み(注2) 

NMI 端子割り込み ● NMI 端子からの割り込み

● 割り込み検出：立ち下がりエッジまたは立ち上がりエッジ

IWDT アンダーフロー／

リフレッシュエラー(注3) 

ダウンカウンタのアンダーフローまたはリフレッシュエラー発生時の割り込み 

低電圧検出 1(注3) 電圧監視 1 回路の電圧監視 1 割り込み (LVD_LVD1) 

RPEST SRAM パリティエラー発生時の割り込み 

低消費電力モード ● スリープモード：ノンマスカブル割り込みまたはその他の割り込み要因によって復帰

● ソフトウェアスタンバイモード：ノンマスカブル割り込みによって復帰。SBYEDCRn レジ
スタで割り込みの選択が可能

● スヌーズモード：ノンマスカブル割り込みによって復帰。SBYEDCRn レジスタで割り込み
の選択が可能

「11.2.14. SBYEDCR0 : ソフトウェアスタンバイ／スヌーズ終了コントロールレジスタ 0」と 
「11.2.15. SBYEDCR1 : ソフトウェアスタンバイ／スヌーズ終了コントロールレジスタ 1」を参照
してください。 

注 1. DTC 起動要因については、表 11.5 を参照してください。 
注 2. リセット解除後に 1 回だけノンマスカブル割り込みを許可することができます。
注 3. これらのノンマスカブル割り込みは、マスカブル割り込みとしても使用可能です。マスカブル割り込みとして使用する場合、NMIER 

レジスタの値をリセット状態から変更しないでください。電圧監視 1 割り込みを許可するには、LVD1CR1.IRQSEL ビットを 1 にし
てください。
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修正後：表 11.1 ICU の仕様 

11. 割り込みコントローラユニット (ICU)

11.1 概要

割り込みコントローラユニット (ICU) は、ネスト型ベクタ割り込みコントローラ (NVIC) およびデータトランス
ファコントローラ (DTC) の両モジュールにどのイベント信号がリンクされるかを制御します。ICU はノンマ
スカブル割り込みも制御します。

表 11.1 に ICU の仕様、図 11.1 に ICU のブロック図、表 11.2 に ICU の入出力端子を示します。 

表 11.1 ICU の仕様 

項目 内容 

マスカブル
割り込み 

周辺機能割り込み ● 周辺モジュールからの割り込み
要因数：33

外部端子割り込み ● 割り込み検出：立ち下がりエッジ、立ち上がりエッジ、両エッジ。要因ごとに設定可能。

● 6 要因（IRQi 端子 (i = 0～5) からの割り込み） 

CPU (NVIC) への割り込
み要求 

● 39 本の割り込み要求を NVIC に対して出力 

DTC 制御 ● 割り込み要因によって DTC の起動が可能(注1) 

● 割り込み要因の選択方式は、NVIC への割り込み要求と同一

ノンマスカ
ブル割り込

み(注2) 

NMI 端子割り込み ● NMI 端子からの割り込み 

● 割り込み検出：立ち下がりエッジまたは立ち上がりエッジ

IWDT アンダーフロー／

リフレッシュエラー(注3) 

ダウンカウンタのアンダーフローまたはリフレッシュエラー発生時の割り込み 

低電圧検出 1(注3) 電圧監視 1 回路の電圧監視 1 割り込み (LVD_LVD1) 

RPEST SRAM パリティエラー発生時の割り込み 

低消費電力モード ● スリープモード：ノンマスカブル割り込みまたはその他の割り込み要因によって復帰

● ソフトウェアスタンバイモード：ノンマスカブル割り込みまたはその他の割り込みによって
復帰。SBYEDCRn レジスタで割り込みの選択が可能 

● スヌーズモード：ノンマスカブル割り込みまたはその他の割り込みによって復帰。
SBYEDCRn レジスタで割り込みの選択が可能 

「11.2.14. SBYEDCR0 : ソフトウェアスタンバイ／スヌーズ終了コントロールレジスタ 0」と 
「11.2.15. SBYEDCR1 : ソフトウェアスタンバイ／スヌーズ終了コントロールレジスタ 1」を参照
してください。 

注 1. DTC 起動要因については、表 11.5 を参照してください。 

注 2. リセット解除後に 1 回だけノンマスカブル割り込みを許可することができます。 

注 3. これらのノンマスカブル割り込みは、マスカブル割り込みとしても使用可能です。マスカブル割り込みとして使用する場合、NMIER 

レジスタの値をリセット状態から変更しないでください。電圧監視 1 割り込みを許可するには、LVD1CR1.IRQSEL ビットを 1 にし
てください。
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修正前：13.2 使用上の注意事項 (p.154) 

修正後：13.2 使用上の注意事項 
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修正前：17.1 概要 (p.209) 
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修正後：17.1 概要 
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修正前：21.3.22 SO1 : シリアル出力レジスタ 1 (p.363) 
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修正後：21.3.22 SO1 : シリアル出力レジスタ 1 

 
0  0 0  0 
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修正前：25.2.3 ADM2：A/D コンバータモードレジスタ 2 (p.575) 

修正後：25.2.3 ADM2：A/D コンバータモードレジスタ 2 

RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-RA*-A0132A/J 発行日：2024 年 12 月 27 日 



Page 12 of 32 

修正前：25.2.6 ADS：アナログ入力チャネル指定レジスタ (p.579) 

(略) 

修正後：25.2.6 ADS：アナログ入力チャネル指定レジスタ 

(略) 
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修正前：図 25.13 ソフトウェアトリガ待機モード（選択モード、ワンショット変換モード）動作タイミングの例 (p.588) 

修正後：図 25.13 ソフトウェアトリガ待機モード（選択モード、ワンショット変換モード）動作タイミングの例 
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修正前：25.7 スヌーズモード機能 (p.604) 

修正後：25.7 スヌーズモード機能 
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修正前：25.7.1 ソフトウェアトリガの入力による A/D 変換 (p.605, p.606) 
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修正後：25.7.1 ソフトウェアトリガの入力による A/D 変換 

全て削除 
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修正前：図 25.25 ハードウェアトリガ待機モードでスヌーズモードを使用するときのブロック図 (p.607) 

修正後：図 25.25 ハードウェアトリガ待機モードでスヌーズモードを使用するときのブロック図 
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修正前：表 28.5 スタートアップ領域選択およびセキュリティ設定のエクストラビットのマッピング（アドレス 

(P/E):0x0000_0010）(p.634) 

修正後：表 28.5 スタートアップ領域選択およびセキュリティ設定のエクストラビットのマッピング（アドレス 

(P/E):0x0000_0010） 

BTFLG 
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修正前：表 28.6 アクセスウィンドウ情報プログラムのエクストラビットのマッピング（アドレス (P/E): 0x0000_0010）(p.634) 

修正後：表 28.6 アクセスウィンドウ情報プログラムのエクストラビットのマッピング（アドレス (P/E): 0x0000_0010） 

BTFLG 
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修正前：28.3.25 PNRn:型名レジスタ n (n = 0～3) (p.642) 

PNRn レジスタは、16 バイトの型名を格納する読み出し専用レジスタです。PNRn レジスタは 32 ビット単位で読 

み出してください。各バイトは製品一覧に示すように、製品の型名の ASCII コードに対応しています。 

型名が「R7FA0E1073CNK」である場合、16 バイトの型名は以下のように格納されます。 

アドレス 0x0101_1080：’K’, 0x4B（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1081：’N’, 0x4E（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1082：’C’, 0x43（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1083：’3’, 0x33（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1084：’7’, 0x37（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1085：’0’, 0x30（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1086：’1’, 0x31（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1087：’E’, 0x45（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1088：’0’, 0x30（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1089：’A’, 0x41（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1090：’F’, 0x46（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1091：’7’, 0x37（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1092：’R’, 0x52（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1093：’’（空白）, 0x20（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1094：’’（空白）, 0x20（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1095：’’（空白）, 0x20（ASCII コード）
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修正後：28.3.25 PNRn:型名レジスタ n (n = 0～3) 

PNRn レジスタは、16 バイトの型名を格納する読み出し専用レジスタです。PNRn レジスタは 32 ビット単位で読 

み出してください。各バイトは製品一覧に示すように、製品の型名の ASCII コードに対応しています。 

型名が「R7FA0E1073CNK」である場合、16 バイトの型名は以下のように格納されます。 

アドレス 0x0101_1080：’K’, 0x4B（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1081：’N’, 0x4E（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1082：’C’, 0x43（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1083：’3’, 0x33（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1084：’7’, 0x37（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1085：’0’, 0x30（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1086：’1’, 0x31（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1087：’E’, 0x45（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1088：’0’, 0x30（ASCII コード）

アドレス 0x0101_1089：’A’, 0x41（ASCII コード）

アドレス 0x0101_108A：’F’, 0x46（ASCII コード）

アドレス 0x0101_108B：’7’, 0x37（ASCII コード）

アドレス 0x0101_108C：’R’, 0x52（ASCII コード）

アドレス 0x0101_108D：’’（空白）, 0x20（ASCII コード）

アドレス 0x0101_108E：’’（空白）, 0x20（ASCII コード）

アドレス 0x0101_108F：’’（空白）, 0x20（ASCII コード）

RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-RA*-A0132A/J 発行日：2024 年 12 月 27 日 



Page 22 of 32 

修正前：表 28.15 基本機能 (p.645) 

修正後：表 28.15 基本機能 

セキュリティ設定

なし 

あり 

セキュリティ機能の保護設定(アクセスウィンドウとス

タートアップ領域の選択)

あり 
条件は「28.8 プロ
テクション機能」を
参照してください

あり 
条件は「28.8 プロ
テクション機能」を
参照してください 
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修正前：29 真性乱数生成器 (TRNG) (p.666) 

(略) 

修正後：29 真性乱数生成器 (TRNG) 

(略) 
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修正前：表 31.1 絶対最大定格 (p.668) 
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修正後：表 31.1 絶対最大定格 

(注 2) 

(注 2) 

(注 2) 
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修正前：表 31.11 I/O その他の特性 (p.674, p.675) 
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修正後：表 31.11 I/O その他の特性 

 
P215 

 
P215 
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修正前：表 31.12 動作電流とスタンバイ電流 (1) (2/2) (p.677) 

注 1. 消費電流は、VCC に流れ込む電流の合計です。内部プルアップ MOS が OFF 状態のとき、消費電流値が適用されます。

また、これらの値にはいずれの端子からの出力充放電電流も含まれません。 

注 2. クロックソースは高速オンチップオシレータ (HOCO) です。 

注 3. クロックソースは中速オンチップオシレータ (MOCO) です。 

注 4. クロックソースはサブクロック発振器 (SOSC) で、CMC.SODRV[1:0] は 10b（低消費電力モード 2）です。 

注 5. VCC = 3.3 V 

注 6. PCLBUZ、TAU、SAU、および IICA 機能のみの動作電流を含みます。その他の周辺機能の動作電流については、表 31.14 

の周辺機能消費電流を追加してください。 
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修正後：表 31.12 動作電流とスタンバイ電流 (1) (2/2) 

注 1. 消費電流は、VCC に流れ込む電流の合計です。内部プルアップ MOS が OFF 状態のとき、消費電流値が適用されます。

また、これらの値にはいずれの端子からの出力充放電電流も含まれません。 

注 2. クロックソースは高速オンチップオシレータ (HOCO) です。 

注 3. クロックソースは中速オンチップオシレータ (MOCO) です。 

注 4. クロックソースはサブクロック発振器 (SOSC) で、CMC.SODRV[1:0] は 10b（低消費電力モード 2）です。 

注 5. VCC = 3.3 V 

注 6. PCLBUZ、TAU、SAU、および IICA 機能のみの動作電流を含みます。その他の周辺機能の動作電流については、表 31.14 

の周辺機能消費電流を追加してください。 

注 7. PCLBUZ、TAU、および SAU 機能のみの動作電流を含みます。その他の周辺機能の動作電流については、表 31.14 の周

辺機能消費電流を追加してください。 

(注 7) 

(注 7) 
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修正前：表 31.16 リセットタイミング (2/2) (p.684) 

修正後：表 31.16 リセットタイミング (2/2) 

内部リセット 
(独立ウォッチドッグタイマリセット、SRAM パリティエラー
リセット、ソフトウェアリセット)

tRESW2 
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修正前：図 31.11 リセット入力タイミング (2) (p.684) 

修正後：図 31.11 リセット入力タイミング (2) 

tRESW2
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修正前：表 31.46 LVD1 特性 (2/2) (p.719) 

修正後：表 31.46 LVD1 特性 (2/2) 

LVD1検出電圧安定待ち時間 

(LVD1 検出電圧変更後) 

― ― ― 1500 µs 
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